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【手続補正書】
【提出日】令和1年12月23日(2019.12.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透光性基板上に、遮光膜及びハードマスク膜がこの順に積層された構造を備えるマスク
ブランクであって、
　前記ハードマスク膜は、ケイ素及びタンタルから選ばれる１以上の元素を含有する材料
からなり、
　前記遮光膜は、ＡｒＦエキシマレーザーの露光光に対する光学濃度が２．０よりも大き
く、
　前記遮光膜は、前記ハードマスク膜側の表面及びその近傍の領域に酸素含有量が増加し
た組成傾斜部を有する単層膜であり、
　前記遮光膜は、クロム、酸素及び炭素を含有し、かつクロム、酸素及び炭素の合計含有
量が９５原子％以上である材料からなり、
　前記遮光膜の組成傾斜部を除いた部分は、クロム含有量が５０原子％以上であり、
　前記遮光膜の組成傾斜部を除いた部分における炭素の含有量［原子％］をクロム、炭素
及び酸素の合計含有量［原子％］で除した比率は、０．１以上であり、
　前記遮光膜の組成傾斜部を除いた部分における炭素の含有量［原子％］をクロム及び炭
素の合計含有量［原子％］で除した比率は、０．１４以上であり、
　前記遮光膜における窒素含有量は、Ｘ線光電子分光法による組成分析で検出下限値以下
であることを特徴とするマスクブランク。
【請求項２】
　前記遮光膜の組成傾斜部を除いた部分は、クロム含有量が８０原子％以下であることを
特徴とする請求項１に記載のマスクブランク。
【請求項３】
　前記遮光膜の組成傾斜部を除いた部分は、炭素含有量が１０原子％以上２０原子％以下
であることを特徴とする請求項１または２に記載のマスクブランク。
【請求項４】
　前記遮光膜の組成傾斜部を除いた部分は、酸素含有量が１０原子％以上３５原子％以下
であることを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載のマスクブランク。
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【請求項５】
　前記遮光膜のケイ素含有量は、１原子％以下であることを特徴とする請求項１から４の
いずれかに記載のマスクブランク。
【請求項６】
　前記遮光膜の組成傾斜部を除いた部分は、厚さ方向における各構成元素の含有量の差が
いずれも１０原子％未満であることを特徴とする請求項１から５のいずれかに記載のマス
クブランク。
【請求項７】
　前記遮光膜のＡｒＦエキシマレーザーの露光光に対する光学濃度は、２．０より大きい
ことを特徴とする請求項１から６のいずれかに記載のマスクブランク。
【請求項８】
　前記遮光膜は、厚さが８０ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１から７のいずれか
に記載のマスクブランク。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれかに記載のマスクブランクを用いる位相シフトマスクの製造方
法であって、
　前記ハードマスク膜上に形成された遮光パターンを有するレジスト膜をマスクとし、フ
ッ素系ガスを用いたドライエッチングにより、前記ハードマスク膜に遮光パターンを形成
する工程と、
　前記遮光パターンが形成されたハードマスク膜をマスクとし、塩素系ガスと酸素ガスと
の混合ガスを用いたドライエッチングにより、前記遮光膜に遮光パターンを形成する工程
と、
　前記遮光膜上に形成された掘込パターンを有するレジスト膜をマスクとし、フッ素系ガ
スを用いたドライエッチングにより、前記透光性基板に掘込パターンを形成する工程と
を有することを特徴とする位相シフトマスクの製造方法。
【請求項１０】
　前記遮光膜に遮光パターンを形成する工程は、前記混合ガスにおける塩素系ガスの流量
を酸素ガスの流量で除した比率が１０以上であり、かつバイアス電圧を印加したときの電
力が１５［Ｗ］以上である条件で前記遮光膜をドライエッチングすることを特徴とする請
求項９記載の位相シフトマスクの製造方法。
【請求項１１】
　請求項９または１０記載の位相シフトマスクの製造方法により得られた位相シフトマス
クを用い、半導体基板上のレジスト膜に転写パターンを露光転写する工程を備えることを
特徴とする半導体デバイスの製造方法。
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